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摘要(译)

当光入射到基板的背面上时，使用透明电极公开了键合SOI衬底，而不会
由于在衬底上形成的半导体器件中的光产生漏电流，导致器件特性的劣
化和故障的减少。在透明支撑衬底和SOI衬底的单晶硅层之间形成屏蔽
层，该屏蔽层可以屏蔽入射在衬底背面上的光。在通过接合方法在SOI制
造工艺中将单晶硅层接合到支撑衬底之前，预先在支撑衬底上形成光屏
蔽层。
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